LucrareaNr. 1

Caracteristica statica ip=f(vp) a diodei

A.Scopul lucrarii

- familiarizarea studentilor in privinta comportarii diodei Tn circuit atunci cand la
bornele acesteia exista semnale variabile (curent ip, tensiune vp) de amplitudini
mari si frecvente joase;

- intelegerea modelelor de semanl mare (neliniare) pentru dioda;

B.Scurt breviar teoretic

In figura 1 sunt reprezentate modelul fizic al unei diode (d.e. IN4001) precum si simbolul
diodei (utilizat in CE) Tmpreuna cu marimile electrice caracteristice.

Inel alb {marcheaza catodul) D

Figural

Se precizeaza ca:
Vp =V, -V, (diferenta de potential A -> K);
-V >0 defineste polarizarea directa a diodei;
- Vp < 0 defineste polarizarea inversi a diodei;
- curentul prin dioda ip, cu sensul dinspre anod spre catod, este caracterizat de:

§ i, <O si devaloare foarte mica in modul pentru polarizare inversa
(dioda este blocata si practic nu premite trecerea curentului);
§ Vv, 2 0.4V permite trecerea unui curent important prin dispozitiv;,

practic dioda se comporta casi un contact inchis la polarizare directa;

Toate observatiile de mai sus rezulta din ecuatia curentului prin dioda. Tn fizica
jonctiunii pn se demonstreaza ecuatia Schokley:

ip =1 -1 (1)



unde:
§ ip sl vp sunt determinate de circuitul in care functioneaza dioda (daca circuitul nu
este alimentat ip este nul!);
§ Isaredimensiunea unui curent si 0 marime caracteristica fabricatiei (o dioda
fabricata are s fixat);
§ V7 senumeste tensiune termica (din fizica jonctiunii pn se demonstreaza ca

V, = kT , k fiind constanta Boltzman, T temperature in [°K], 0=1.6e10™° sarcina
q

electrica a electronului. Pentru T=300°K — temperature camerei — rezulti
V1~25[mV]. Deretinut ca Vr depinde doar de temperatura);

§ |sdepinde de tipul seminconductorilor si de geometria jonctiunii pn adiodei,
toate acestea fiind controlate de fabricant. |s este foarte mic, ~10"%[A] ladiodele
de foarte mica putere si pana la~10°[A] la diodele de foarte mare putere.

C. Caracteristica statica ip=f(vp) la polarizare directa
Se utilizeaza circuitul de test din figura 2:
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-Rw resistor pentru masurarea curentului ip, i, = Rﬂ ; Vrm masurat cu voltmetrul V1. Se
M

vautiliza Ruw=0.5KQ, RPM, 0.5W.

-Rezistorul R=200Q2, 3W arerolul de limitare a curentului prin dioda D Tn situatia cand
multimetrul V1 este in mod defectuos setat ca si ampermetrul.

-Modificarea curentului ip se varealiza prin modificarea sursei de tensiune continua Vcc
(O< Ve < ZOV)

-Voltmetrul V2 este necesar pentru masurarea tensiunii pe dioda, marimea electrica vp.



Mod de lucru
- Sefixeaza vp lavaloriledin tabelul T1 (gustdnd V¢ si @poi citind vp pe V2,

scala0...1V);
- Secitesc apoi pe V1 valorile rezultate si se completeaza in tabelul T1.

Tabelul T1

V2(vp)[V] 01 |02 |03 |04 |045 |05 |055 |06 |065 |07

V1[V]

iD=V1/RM[mA]

- Dupa completareatabelului T1 setraseaza grafic caracteristica ip=f(vp) ce trebuie
sa rezulte in formadin Figura 3.
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NOTA
1. Pentru dioda utilizata (1N4001) se poate determinaindirect |s de fabricatie. Sa
presupunem ci temperatura ambianta este ~300 °K . Rezultd un Vt~25mV.
Folosind o pereche Q (Vp, Ip) din Tabelull si ecuatia (1) se

- I,
detel’mlna. IS _eVD—/VT

2. Curentul Isal diodelor nestabilizatoare are o valoare foarte mica si nu poate fi

masurat cu metode si aparate obisnuite. Se va masura curentul invers doar pentru
didele Zenner (LucrareaNr. 2)




